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Information

KP 903 A, KP 903 B, 161 (10)
KP903 W

Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung, bearb,

Feldeffekt-Leistunge-Transistoren

Allgemeines

Die Transistoren KP 903 A, KP 903 B, KP 903 W sind epitexiel-plenare Silizium-Feldeffekttransisto-
ren mit pn-libergeng vom n-Kenal-Typ. Sie sind bestimmt flir den Einsatz in Empfangs- und Sendege-
rliten, als Schalter im unteren Frequenzbereich (bis 30 MHz) sowie in anderen Anlagen fiir allge-
meinen Einsatz.

Bauform: gemiB GehHusezeiohnung Bild 1 (hermetisches Metall-Keramikgehbiuse)
Betriebstemperaturbereich: =60 ... +100 °C

Mosse: max 6 g

Bild 1: Bauform KP 903 A = KP 903 W




Grenzwerfe {10"' m =60 o9s +100 oﬂ)

Drein=-Source-Spannung Upsmax 20V
Gate-Source=-Spannung IJGM 15V
Gate-Drain-Spannung Um 20V
Dreinstrom I 0, TA
Gateatrom Is 15 mA
Verlustlelistung b —— n 6 W
($opge = =60 +v+ +25 %)

Sperrschichttemperatur timax 150 %
Wiirmewiderstand Rinjo 25 %c/m

1 Im Temperaturbereich von tuue = 425 ..0 +100 °C wira Phmax nach folgender Formel berechnet:

B tzhinwelse

Der minimale Abstand zwischen den Litatellen an den Anschllissen und dem Geh#use ist 1 mm.

Die L¥ttemperatur soll nicht 260 °c ilberschreiten, die Dauer der Litung darf maximal 3 s betragen.
Wihrend des Litens iat die Wirmeableitung von der Littatelle zu aichern und das Transistorgehliuse
Boll gegen das Auftreffen von Flufmittel und Lot geschiitzt werden.

Die Anschllsee diirfen nicht verbogen oder um ihre Achse verdreht werden.

Kennwerte (toqp = 25 * 10 %0)

Kurz- Ein- | MeBbedingunge
zeichen| min. max. | heit s ® “G& P “ﬂh f
Haz
v v v
Vormirtssteilheit | Y, 10 0 - 107 « 10*
KP 903 A 85 140 mh /¥
KP 903 B 50 130 mA/V
KP 902 W 60 140 mA SV
Drain-Source-Kurg- 10 L+] -
schluBstrom Tpss i
KP 903 A - T00 =A
Gate-Reatstrom Iﬂﬁﬂ - 0,1 fﬂl. 0 =15 - -
Drain-Reststrom Insx - 1 Juk - - =20 -
KP 903 A 12 Y
KP 903 B 6,5 L4
KP 903 W 10 v
gi;--snuruﬁxtwi- Cag - 18 P - -15 - 10° = 107




1/87 (10) 3 KP 903 A - KP 903 W

Forteetzung der Kennwerte

Kurg- Ein- | MeBbedingungen
zeichen |min.  max. | heit | Uy Ugs Uap t
v v v Hs
Cate-Drain-Kepa- | ¢C - 15 - -20 - 10°- 107
sitlit GD » -
Keanalwiderstand rns{ on) 0,2 00 - -
KP 903 W o 10 Ohm
= - 7
E::::r sverstir 6, 7.6 16 a8 10(Upq4p) O 3.10
Ausgangsleistung Pt | 90 600 | ww |10(up,) 0 - 30107
Reauschspannung Uy - 5 E% 10 ID-‘IG mA 195

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verléufe und tragen rein informativen
Charakter.

Die Angabe der 95 “~Grenzen dient der Verdeutlichung der mbglichen Streubreite ( typische
Abhlingigkeit; —— == == Grenzen der 95 f-Verteilung).
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Bild 2: Typische Ausgangskermlinien
a) im Anfengsbereich
b) im Impulsbereich
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Bild 3: Steilheit in Abhiingigkeit mA e e
a) vom Drainstrom (fir KP 903 A) 50 =i
b) von der Gate-Source-Spannung
(fiir KP 903 A) cl e pore
¢) von der Umgebungstemperatur = ¢ k +80 i
(fiir KP 903 A) b
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Bild 4: Drainstrom in Abhingigkeit von der Bild 5: Reuschspannung in Abhlingigkeit von

Gate=Source-Spannung fir KF 903 A der Frequensz
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P4ld 6: Gate-Source-Kepazitéit in Abhlingigkeit von

der Gete-Source-Spannung
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Bild 8¢ Relative inderung der Gate=-Source-Durch-

bruchspannmung in Abhlingigkeit von der
Umgebungsatemperatur
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Bild T7: Gate-Drain-Kapazitit in Abhingigkeit
von der Gate-Source-Spannung
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Bild 9: Relative Anderung der Drain-Source=-
Durchbruchepennung in AbhBngigkeit von
der Umgebungstemperatur
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Bild 10: Meximal zullssiger Drainsirom

in Athingigkeit von der “E
Gehliusetemperatur
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i Bild 11: Maximal zul#ssige Verlust= Ko
leistung in AbhiEngigkeit von *C

der Gehiéusetemperatur

Bild 12: Abhéngigkeit des Leistungs-

verstiriungsfaktors von
der Frequenz
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